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【はじめに】 VLSI の更なる低電圧化のためには，トランジスタのランダムばらつき抑制が必須である．

特に，SRAM セルの安定性は，ランダムばらつきに大きな影響される[1,2]．ランダムばらつきの主要

因は離散不純物揺らぎ(RDF)なので，イントリシックチャネルを有する完全空乏型(FD) Silicon-on- 

Thin-BOX (SOTB) MOSFET は低電力化に有効である[3,4]．実際，2M SRAM の 0.37V 動作が実現して

いる[4]．一方，このような低電圧動作では，SRAM セルのセル電流(ICELL) ばらつきにより回路の速度

が低下する問題がある[5]．これは，低い電源電圧(VDD)ではオーバードライブ電圧が小さいため，ドレ

イン電流ばらつき[6]が非常に大きくなることによる．本研究では，イントリシックチャネル FD SOTB 

SRAM セルのセル電流ばらつきを評価し，従来のバルク SRAM セルと比較したので報告する[7]． 

【結果】 65nm 技術で作製した 1k イントリシックチャネル SOTB 6T-SRAM (tSOI=12nm, tBOX=10nm, 

Tinv=2.8nm) [4,8]と，比較のために従来のバルク 6T-SRAMセルを，DMA-TEGを用いて測定した．NFETの平

均のしきい値電圧 VTHCはバックバイアスにより同じ値(0.24V)に揃えた．Fig. 1 に正規化した ICELL累積度数分

布の VDD依存性を示す．VDDが低下するに従い，ICELLばらつきは増加する．VDD=0.4V における ICELLの平均

値に対する最小値の割合は，バルクでは 35% であるのに対し SOTB では 43%である．Fig. 2 に ICELLの最

小値の VDD依存性を示す．ICELLの最小値は SOTB の方が大きく，VDD=0.4V では SOTB はバルクの 2.4

倍である．これらより，SOTB の方が明らかに ICELLばらつきが抑制されている．Fig. 3 に ICELLとセル

トランジスタの VTHCとの相関を示す．ICELLはアクセス Tr.(Ta)およびドライバ Tr.(Tn)と相関が高いが，

ロード Tr.(Tp)とは相関がない．さらに，ICELL は他のパラメータとの相関が小さい．以上より，SOTB 

SRAM セルではバルク SRAM セルと比較して

セル電流ばらつきが大幅に抑制され，その原因

は VTHばらつきの低減であることがわかった． 
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Fig.3. VDD dependence of cell current in the worst cells of 1k SRAM. 
(a) SOTB and (b) BULK. 

Fig.2. VDD dependence of cell current in the worst 
cells of 1k SRAM. 

Fig.1. Cumulative Distributions of 2k cell current data in 1k SRAM cells 
at VDD from 0.4V to 1.0V. (a) SOTB and (b) BULK. 
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